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[はじめに] 

Si フォトニクスにおいて光入出力用の光フ

ァイバーと Si 光導波路の間の結合損失を軽減

するスポットサイズコンバータ(SSC)の研究が

行われている[1]。一方で、加工に用いる CMOS

プロセスと整合しにくい問題がある。そこで、

Alをエッチングマスクに用いた SSCの作製と

評価を行った。 

 

[実験]A 

SSC は Si 導波路を Si と下地の SiO2との中

間の屈折率を持ったクラッドで覆うことで構

成される。まず、SOI 基板上に Si 導波路を形

成する。次にプラズマ CVDを用いて Si導波路

上に中間屈折率クラッドとなるシリコン酸窒

化膜(SiON、屈折率 1.55)を成膜する。最後にド

ライエッチングによって Si 導波路を覆うよう

に SiON導波路を形成し完成する。今回は SiON

のエッチング方法を検討した。Al マスクを用

いて CF4プラズマと O2プラズマを交互に照射

することで SiO2に対し高いエッチング選択比

が得られることが報告されている[2]。そこで

O2プラズマ照射 2分、CF4プラズマ照射 5分を

1セットとし、これを繰り返すことで SiONを

3μmエッチングした。レジストマスクと Alマ

スクで作製した SiON 導波路の SEM 像を図 3

に示す。Al マスクによりエッチングしたもの

は垂直性に優れており、優れた特性が期待され

る。当日は、作製した SSC の特性について述

べる。 
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図 3.SiON導波路の SEM像(断面図) 

(a) レジストマスク, (b)Alマスクを用いて製作 

(a)のSiON導波路内の白い光はへき開の際端面が

きれいに割れなかった影響と考えられる。 

図 2.SiON,Alのエッチングレート 
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図 1.SSCの構造 
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